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(57) Abstract: The invention relates to a method (500) for fabricating a struc-
ture comprising a stack of superlattices, comprising the steps of: forming
(510¢4y) a first superlattice (Stck1) on a first substrate by stacking a plurality of
first channel layers alternating with a plurality of first sacrificial layers; form-
ing (520p,y) a second superlattice (Stck2) on a second substrate by stacking a
plurality of second channel layers alternating with a plurality of second sacri-
ficial layers; and assembling (560) the second superlattice (Stck2) on the first
superlattice (Stck1) at a dielectric separation layer which separates the first su-
perlattice (Stck1) and the second superlattice (Stck2) and keeps them attached
to one another, the first superlattice (Stck1), the separation layer and the second
superlattice (Stck2) being stacked in this order.

(57) Abrégé : Procédé (500) de fabrication d'une structure comprenant un em-
pilement de super réseaux, comprenant les étapes de former (510¢,,) un premier
super réseau (Stck1) sur un premier substrat, par empilement d'une pluralité
de premiéres couches de canal en alternance avec une pluralité de premicres
couches sacrificielles; former (520p,,) un second super réseau (Stck2) sur un
second substrat, par empilement d'une pluralité¢ de secondes couches de canal
en alternance avec une pluralité de secondes couches sacrificielles; et assem-
bler (560) le second super réseau (Stck2) au premier super réseau (Stckl) au
niveau d'une couche de séparation di¢lectrique qui sépare et maintient fixés 1'un
a l'autre le premier super réseau (Stckl) et le second super réseau (Stck2), le
premier super réseau (Stckl), la couche de séparation et le second super réseau
(Stck2) étant empilés dans cet ordre.
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